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【57】申請專利範圍
1.　一種形成半導體裝置之方法，包含：
形成沿著垂直於一半導體裝置的一半導體基板的一方向佈置的第一複數個奈米結構通道

層；

形成沿著垂直於該半導體基板的該方向佈置的第二複數個奈米結構通道層；

形成圍繞該第一複數個奈米結構通道層中各者的一第一類型金屬層；

在該第一類型金屬層上形成一自組裝單層膜；以及

在該第二複數個奈米結構通道層上形成一第二類型金屬層，

其中該自組裝單層膜抑制該第二類型金屬層在該第一類型金屬層上的形成。

2.　如請求項 1所述的方法，其中形成該自組裝單層膜包含：
藉由旋塗沉積包含該自組裝單層膜的材料的一溶液；以及

執行旋轉乾燥操作以固化該溶液以形成該自組裝單層膜。

3.　如請求項 1所述的方法，進一步包含：
在形成該第二類型金屬層之後去除該自組裝單層膜。

4.　如請求項 3所述的的方法，其中在去除該自組裝單層膜之後，該自組裝單層膜的一殘留
物保留在該第一類型金屬層上。

5.　如請求項 3所述的的方法，其中去除該自組裝單層膜包含：
對該自組裝單層膜執行熱分解操作以分解該自組裝單層膜的烴鏈。

6.　如請求項 5所述的的方法，其中執行該熱分解操作包含：
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將該自組裝單層薄膜加熱至包括在約 300攝氏度至約 500攝氏度範圍內的一溫度。
7.　如請求項 3所述的方法，其中，去除該自組裝單層膜包含：
對該自組裝單層膜執行電漿處理操作以去除該自組裝單層膜。

8.　如請求項 1所述的方法，其中形成該自組裝單層膜包含：
將該自組裝單層膜形成為一不連續薄膜。

9.　一種形成半導體裝置之方法，包括：
形成沿著垂直於一半導體裝置的一半導體基板的一方向佈置的第一複數個奈米結構通道

層；

形成沿著垂直於該半導體基板的該方向佈置的第二複數個奈米結構通道層；

形成圍繞該第一複數個奈米結構通道層並圍繞該第二複數個奈米結構通道層的一閘極介

電質層；

在圍繞該第二複數個奈米結構通道層的該閘極介電質層上形成一自組裝單層膜；

在該第一複數個奈米結構溝道層上形成一第一閘極結構的一 p型金屬層，
其中該自組裝單層膜的材料抑制該 p型金屬層吸附在圍繞該第二複數個奈米結構溝道層
的該閘極介電質層上；以及

在形成該 p型金屬層之後，在該第二複數個奈米結構溝道層上形成一第二閘極結構的一
n型金屬層。

10.   一種半導體裝置，包含：
第一複數個奈米結構溝道層，沿著垂直於該半導體裝置的一半導體基板的一方向佈置；

第二複數個奈米結構溝道層，與該第一複數個奈米結構通道層相鄰，並沿垂直於該半導

體基板的該方向佈置；

一第一閘極結構，圍繞該第一複數個奈米結構通道層，該第一閘極結構包含：

一 p型金屬層；及
一自組裝單層膜殘留物，位於該 p型金屬層上，該自組裝單層膜殘留物包含下列項中的
至少一項的配體：

硫（S），
矽（SI），或
磷（P）；以及
一第二閘極結構，圍繞該第二複數個奈米結構通道層中的各者，該第二閘極結構包含一

n型金屬層。
圖式簡單說明

結合所附圖式閱讀下面的詳細說明，可以更佳地理解本揭露的各態樣。應注意的是，根

據業界標準實務，各種特徵未按比例繪製。事實上，為便於討論，各種特徵的尺寸可任意增

大或縮小。

圖 1A至圖 1C是本揭露所述的鰭定義製程的範例實現方式的圖示。
圖 2是本揭露所描述的範例虛設閘極結構形成製程的圖示。
圖 3是本揭露所描述的源極/汲極凹部形成製程的範例實現方式的圖示。
圖 4A和圖 4B是本揭露所描述的內部間隔件形成製程的範例實現方式的圖示。
圖 5是本揭露所描述的源極/汲極區域形成製程的範例實現方式的圖示。
圖 6是本揭露所描述的層間介電質形成製程的範例實現方式的圖示。
圖 7A至圖 7H是本揭露所述的替代閘極製程的範例實現方式的圖示。
圖 8是本揭露所描述的奈米結構電晶體的閘極結構中的元素濃度的範例的圖示。
圖 9是本揭露所描述的奈米結構電晶體的閘極結構中的元素濃度的範例的圖示。
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圖 10A至圖 10D是本揭露所述的奈米結構電晶體中的閘極結構的範例實現方式的圖示。
圖 11A和圖 11B是本揭露所描述的形成奈米結構電晶體的閘極結構的功函數金屬層的範

例實現方式的圖示。

圖 12和圖 13是本揭露所描述的與形成半導體裝置相關聯的範例製程的流程圖。
圖 14A至圖 14I是本揭露所述的形成奈米結構電晶體的閘極結構的功函數金屬層的範例

實現方式的圖示。

圖 15是本揭露所描述的與形成半導體裝置相關聯的範例製程的流程圖。
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